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® Verbessertes Abtastfenster 

@ Ein Abtastfenster, durch welches ein Laserstrahl hindurch- 
tritt, um ain Abtastmuster bzw. -raster zu definieren, waist 
ein Subetrat auf, welches aus einem lichtdurchlessigan 
Material gebildet let, das a& ermogllcht daB der Laserstrahl 
durch aine Nchtdurchlassige Hartmaterialschicht hlndurch- 
tritt, die auf dam Substrat abgaschleden 1st und durch aine 
HchtdurchlassJge gleltfahige BescWchtung, wetche auf dam 
Hartmaterial abgeschieden ist, was dazu fuhrt, daft das 
Abtastfenster eine gastaigarte Widerstandsfahlgkeft gegen 
abrasiven VerschJett hat. Die voriiegende Erfindung richtat 
sfch auch auf ein Verfahren zur Herstehung einas solchen 
Abtastfenstera. Das voriiegende Verfahren schlie&t ver- 
schiedene Abscheide- und Niederschlagstechniken ein, um 
ein verschlel&festes Abtastfenster gemSS der vorliegenden 
Erfindung zu bildan. 
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Beschreibung Substrat beschrieben ist Genauer gesagt verwendet 

dieses Verfahren eine zweifache lonenstrahbputter- 
„. , technik, um ein durchsichtiges Substrat mit einer Alumi- 

Hmtergrund der Erfindung niumoxidschicht zu beschichten, um Sn ZTeMeSes 

Lase»htii«t« to™ tnan „„ f(1 . , 5 AblM tf«n^rzuschaffen,dasinStrichcodesystemenzu 

nJ^MriS " scan ?er for *« Verwendung an verwenden ist Dieses Verfahren ist jedocb unoraktisch 

«n ^riu^aST^ k Supermarkten und ande- und in wirtschaftlicher Hinsicht ungeei£et bef de^An 

ren Verbrauchermftrkten haben zunehmend mehr Ver- wendung auf die Herstelluna von \h^iUn.l^ rw 

breitung gejmden, da die Zuveriassigkeit der Scanner Verfahlf n naci der WC f%t*m gtSJSSeS 

steigt und die Kosten dafOr abnehmen Die Scanner , 0 lich eine Abscheidungsrate von 0,4 *lE£!SilZ& 

"? ab,icherw . e « e nute, was auflerord?ntiich JgUm TuTd d«hS> zu 

Ausgangstheken bzw. Kassen montiert, so daB sie in hohen HersteUungskosten und einer tefamDurdb- 

d u ^hT»S^± en IT*** t^ ttattr ^ ^d^dvitaTStrt WdterhinTetrliTIlixS. 
durch welche Laserstrahlen in wohldefimerten Abtast- flache, die abgedeckt werden kann/nur 100 xn? Td 

^^IL • r ? stern P^J'^ert werden. Bin Abtastmu- 15 deshalb kOnnen nur vier Abtastfenster wahrend eines 
ster wird von einem Laser und zugehSrigen optischen einzelnen BescbichtungsvorgaiigM^hSwerd?? 
fSSSX Cine Mehr2aW VOnein ' Dementsprechend kann SSdSTSSKdS 

« eid t ende " A btasdm,en erzeugen, um das Mu- Bedarf fur ein Strichcodeabtastfenster beSfwVhes 
ster bzw. Raster zu defimeren. Ein mk einem optischen in der Laae ist dem verschleifiemW v.a™,„. j 

2^*^^^**tS^ 20 Abrieb ^^^ SaB 
SlSlfS 1 ^!^ eaufderVerpackungdesGegen- der Betrieb des Strichcodeabtastsystems beeinflufit 
nandes aufweist, der an der Kasse vorgelegt wird, wird wird Es besteht auch Bedarf animem vSfahSS f!Z 
durch das Scanvolumcn bzw. den Abtastraum des La- HersteHeo eines wlchen^taftS^we^ 2£ 
serscanners hadurchgeftthrt, d. h. durch das Volumen. hohe DurchsaUproSviSruS nHrtETlSrSf 
welches sich jenseits der Oberfliche des Scanners er- » lungskosten ergibt g 
streckt, uinerhalb dessen die Strichcodeetiketten erfolg- 

reich bzw. zuverlassig gelesen werden konnea Licht, Zusammenfassung der Erfindun* 

welches von dem Strichcodeetikett reflektiert wird, ««»*«n g oer cmnaung 

wird durch dm Abtastfenster zurQck empfangen und Die vorUegende Erfindung wird diesem Bedarf B e- 

SfetaformLrnw? 8 ^! 211 30 mdem sie em AbtastfenierteStSTduSh 

ilrfTT £ fu v « r * u *P re » und andere An- welches ein Laserstrahl projiziert wird, um ein AbS 
wendungen des Einzelhandels. wie z. B. die Oberwa- muster fur einen Laserscaimer zu deftumn D« a£ 
^SST?T^ , T? i rS e ^ tastfenster Z wri^Z SSdSfS 

. ? ^erenden Stnch-Codescanner haben strat auf, das aus einem UchtdurchSen Material 

z.B zwei Fenster, durch welche der Abtaststrahl hin- 35 stem, welches es ermdriicht daB der Luenh4fci hi! 

f *«« fenster. das dauerhaft montiert durchtritt £ &5ffi££UE^^ 
ut , umden Scanner (nach auBen hin) abzudichten und zu ne lichtdurchlassige Schicht aus einem bra MaSrSl 

SLS ^ bn^^KratterandiesemauBerenScanner- eine lichtdurchlassige schmierendi bzw^^erEe 
tattter aufgrund des fortwahrenden DarOberziehens 40 bzw.gkiulWgeBes^<Amng,meairfd^Sn^^^^^^ 
ven^e^S d i i^ 8e l^S en ^ d ^W**"- nal abgeschieden ist, was dazt. fOh^d^^arAbta^tfen- 
u££S ^t jf^S, *e Durehstrahlung bzw. die Durch- ster eine verschleiBfeste auBere Oberflache nrit e^em 
S ^f Abtastfensters. Die ursprOnglichen Ab- germgenGleitreibungskoeftoentenhat 
ustfah.gke.ter. kdnnen regelmMBig wiederhergestellt Ein weiteres Abtastfenster gemaBder vorliegenden 
werden durch ersetzen des auBeren Abtastfensters. 45 Erfindung kann ein Substrat auSrwetehS 
Slrlf ™* eine ?. anne a hmbaren w «rt fiillt nem lichrfurchlassigen MVterialDe?teh^ £JeTJSi 
ffi?? 8 " 8 T 0 * 5 !" die ! ufleren Abtastfenster licht, daB der Laserstrahl sich dahindSrch ^J«kTS» 
jedoch sehr oft ausgetauscht werden, um einen Scanner- das Abtastmuster definiert wobei Am^SSSSi^ 

ITZ^rT 0 ^ ^tungskosten fOhrt » abgeschieden wird, ein uchtdurchlto^^^ 
Es sind m der Vergangenheit bereits viele Versuche Beschichtungsmaterial auf dem MeSoSd aEbraS! 
unternommen worden, besser haltbare Abtastfenster wird. was im^eSS^daai ^flh^S^SeSS 

£L?« I J " BU S 1,1 de T Verwend,,n « einer «en Gleitreibungskoeffizienten hat. und ein IkhtdinS- 
fe^AhS£ e,l !f n8C t Cht : Um f„ r^en und « llssiges PolymeFmit Schmierwirkmig auUeSS. 
den Abnebzustand zu beseittgen, da die Harte von Sa- gen Beschichtung abgeschieden wild, um den Koeffi 
Ob^rtS ff"? * 1* V ° n S e S WM ^ntenderGleitrlibu!.!^^^ 

Oblicherweise Wr Verpackungs- und Handelszwecke Ein weiteres Abtastfenster gemaB der Erfindunz kann 

sS- die KT/n H^n^T^S ^ 8 " 5 ^ Fen J 60 s jgenMateridgebfldetfatwekAesesermdgiicht,daB 
25.S. !5 dflnn en nhn e n beschichtet smd, and der Laserstrahl dahin durch trite und das Abtastmuster 

^^J 6 ^^^^^^^^- °efiniertundkannw«terhmemeB«S 
SSn^StlST^?'^ aufgebracht durehliteigen MetaUoxJden 35 SbSSSSte 
!S n J !!f Ch r 111 em Fenster mit 8 enfl - g'eitfahiges Beschichtungsmaterial aufweise^ welches 
gend langer Ubensdauer herausgesteQt M auf der Beimengung bzw. Beimischung auT MetaSxU 

VmjSSZiSrSfA f f, * it a\S r W ^ den abgeschieden wird, wasXITftoTdaS 0^ mS^^ 
87/02 713, m welcher em Verfahren zur Ausbildung ei- fenster eine verschleiBfeste fiuBere OberflflX mi p 
nerabnebfestenBes<W<mtungaufememdurchsichtigen nemgeringenGleitreibun«toSnt^^ 
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tewm^ZJSt?^ t^trfXt S-^r^wlhcsanemerzweiten Elek- 
Laserstrahl hindurchprojiSSrSn riS a£ v.L^ • en t? te 1 V md 2WciteD ^ektroden unter 

Uegenden Erfindung weist die SdStte frf rine vZ !!f.^f I, ^ mt ^.^onenstrom hoher Dichte 

zeugeneinesg^nnigen Plasmas nriSStaM 1^?^^ 

Substrat rubesclteunigeiC urn ^ wlhlSJ?^ hat 

beschichtete Substrat, urn das Abustfenster zu Tildtn n^iE 7 „ beschichtete Substrat erfolgen, 
welches cine versclifestelu^SflScte mt S M St i« !X d T V ^r^f. ideSyStem entfernt 
nem geringen Gleitreib^oef^t?^ ^XS^^*"^ Ione "- 

auch durch Aufspruhen eioes UchtdurchlassigeiTgle S b«£SS Set SSSSft "."T^T? 
higen Beschlchtrnigsmaterials auf das beschichtete Sul M SSSukuSeSS^ ^ 

strat erfolgen, nachdem es aus dem Vakuumabscheides- SSTSj ,. 

ystem entfernt worden ist oder das Absc^^E™ ,„„"_. Z,de Y° rtel,e «*er vorliegendeo Erfin- 

aochdurchlonen-Sl^lspuSe^lgel JHS?^ Wg, ?2 HI Beschreibun & zu- 

Ein weiteres VerfahS S'ASSn des Abtast- ^dffiw^^^^^^^* 
fensters gemaB der vorliegendeo Erfindung schlieBt ei- 33 

le» Materials »*m H°S der MntolSSnen * ""'"•^""■"■'"'KHillbereinemSciumerfensler 

und dadurch ein beschichtetes SsiafSefL At? aSS.™ r 9 u ^* ch °l tt8an « Cnt einer weiteren 
scheiden eines Uchtdui^lasrigerSerfahiSen bT iS^^l* 5 Abt ?, tfefl8te ™. welches einelicht. 

gen B«ch,chtungsmaterials auf das beschichtete Sub- 33 miESER^ 

Verfahren weist die Schritte auf. daB eine Vakuumkam- S^SS^^aZ^^SS^^^ 
mer bereitgesteUt wird, welcne eine Elektronenstrahl- sind, 81 ab « esch, « dei » 

queue aufweist. die als eine erste Elektrode dient und bei Fia 6 ist eim. «*].>!.• n,...r„va.. , . „ 
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Gerat betreffend ein Verfahren zur Herstellung des in Computer COM, der auf den Scanner S ansoricht urn 
den Fig. 1 b« 5 dargestellten Abtastf ensters unter Ver- das Abtastsignal als Abtastdatenz! £«S weN 
wendungeiner Eleta|pnenstrahkbscheidetechnik, che die abgetasteten Strichcodee3«!2teSS Der 

Flg.8 ist erne se.diche Draufs.cht auf ein Gerat be- Computer COM steuert den Betrieb des Sinners S 
Offend ein weueres Verfahren aim Herctellen des in s legt fat. ob die Strichcodeetiketten ode? 
den Fig. 1 bis 5 dargestellten Abtastfensters unter Ver- schnitte ordnungsgemaB abgetastet rind hmtobSSn 
wendung enter lonenplattierungsabscheidetechnik und Abtastdaten erhaiten wurfen. 

Fig. 9 ist eine seitliche Drauf sicht auf ein Gertt be Es wird nun auf Fig. 2 Bezug genommen. in welcher 
treffend noch ein weitera Verfahren zum Herstellen eine allgemeine AiJLiiwrf55id?SS5gi3^ 
desmdenH* l bis 5 dargestellten Abtastfensters unter ,o findung dargesteilt ist hJSmdan^SnEjS£t. 
Emsatze.nerIonenstrahl-Sputtertechnilc fensttrW ein Uchtduichlass^ i &LtSf 10 auf, 

^ n i - chem ein Hartmaterial 8 folgt; das unmittelbar auf dem 

GenaueBeschreibungderbevorzugten Substrat 10 abgeschieden wordiT^wwi TeS 

Ausf uhrungsformen schmierf Ihige Beschichtung 6. die auf dem HartmWal 

. , . _ . _ is 8 abgeschieden ist Wahlweise kann das Abtastfenster 

Es wird nun auf Hg. 1 Bezug genommen, welche ein W eine lichtdurchlassige laebmitSschS.?^ ? aSSsen 
computergesteuertes Strichcodescannersystem ent- urn den Zusammenhalt zwischendeTsu JtrafToSl 
sprechend einer Anwendung der vorKegenden Erfin- dem Hartmaterial 8 zu gewahrieLa Dte JuBere 
dung dantel^ urn Strichcodeetiketten abzutasten. urn schmierfahige Beschichtuni « des toSnerfeLSJw 
DatendeS m batimmea 20 bildet eine Oberflache mheiero niedS 'SeXim- 

SEtKEJTT'? M m Cin Paar VOn Sakoeffizienten. Es hat sich herausgesStdaSSr 

Stncbcodeetiketten abzutasten. urn die darauf gedruck- ner- bzw. Abtastfenster welches einen niedri™ ?ru£ 
tenSttichc^durchwiederholtaVerschwenkenbzw. reibungskoeffizieS^al ^IdefwSer SSSm. 
Dun* aufen eines Strahles in einer Folge von Abtast- erfahrf wenn es emem ^^£^0^^ 
durchlaufen zu batimmea Die fflr das Scannen darge- 25 Formen von Abrasion ausgesetzt wii Hmma^teriaT! 

It ^f/w U ^^*jyi e , aB « e,nem bekannt »»• che durch die Kraft von Gegenstfinden verur^cht wind. 

fh^ E ^K der , U ^^^ mp i C einen fechten durch die ^ierfahige Beschichtung SuS 

Abschmtt. welcher die Daten des rechten Segmentes eindringen. Gemeinsam bilden das HaSterid 8 und 
dtfmertundemenlini™^ M die schmierfahige Beschkbtuns deSm 4 w elcher 

des linken Segment* definiert bzw. faUegt Die Daten einen Schutz fQr das teure SubSrat 10 ^berStsteUerL Ak 

llSS d£n«T ft Und "v" rC ? ten Seg 2 CDteS jedeS Fo,ge Wwwn ™ B AbtasSer W weSSu^g 

^S^tSS^S i? n vr k0mbMU ? tW ^ en »r ei ? e ersetzt we 'den. so daB die Warning,- und BertebS 

^ b ' ( ? en ' * en " d ^ , Eukett korrekt "enhienlurchreduziertwerdea 
emerTrka'S cfn 'HT? . Dars, f Uun * * , D «« Abtastfenstersubstrat 10 wind vorzugsweise aus 

einer Verkauferrn C an emer Kasse, wobei ein Laser- der Gruppe ausgewahlt, die aus Borosilicatrias he^ekT 

scannerqrstem <heser Art verwendet wird, um den Auf- Natron-^k-SUicatglas {fS^ZT GtetoSt 

Weber bzw. das Etikett an einem Gegenstand abzuta- Quarz. BK 7 Glas und FalSS^cor ^ auTals 

Die Ang f teUte C ffihrt den Gegenstand von Hand . taSSSSSS^^ 
flber eme Abtaststotion flber ein Abtastfenster W hin- spiele von BoroXa^ j£B£ !& £ SSVSi 

D^Ab^^Saus^ein^^^ ^ B» ' ? und B*P»i vo" G^eSen^Sn 
uer ADtasutranl 1 tritt aus dem Abtastfenster W aus, um Robax Neoceram • und Pyroceram • ein. Das Hart 

ZHafS^ CT Q ^ d f WnWeg entlan « ma,erial 8 wird voraugsweisVaSewllt der <W 

*Ete«S22LtS d fr « P diC b .? ,eht -^-»-o 8 xid.TuSumSS 
oem Ktucett reflektierten uchtes tntt von der Anord- Ziroonoxid, YttriutnoxidL Diamantfilm diamantArti^m 

3^n£u^ ^l^f" deS H Ge f en r d ! S K0hl ^- SaWumniJk S^nd^SS 

%£LT. ^ .. mndurch -P?* ei »Bt man den Strahl sehr nen daraus. Am meisten bevoraugt ist das Hartmaterial 

SSLTfr ^ ^ V ° n A . btastwe .« cn « hw «- » em Metalloxid wie z. B. ein amo%hes Alu^ExS 
ken b^ hindurchfahren, die gemeinsam ein Abtastmu- 50 Diesa Material kostetwesentlich wenigerTSa?: 

SSS 1 " 5 ™ J 6 Wi ^ s «*^hkeit einer te bzw. eine Schicht aus krisuUinem sfphi7D« Har I 

erfolgretchen Abtastung sehr groB ist Es ist erwflnscht, material 8 hat vorzugsweise eine Dicke im Ber^rh 1 

daB das Abtastmuster derart verlfluft, daB es sehr wahr- etwa 50 bis etwa 10 OM 

fn C lt h ^ d4S Etikfitt 

^^^S^Z ^tp^l^7 T" 8 ^ 55 IT m besteht aus: ^niantartigem Kohtenstoff, 

k! ? e ^ auft ' ^ fchc dcn Stnch ' Diamantfilm, Polyethylen, Siliconpolymeren. Polytetra 

l£m£n?^^ ttaC ? tn - Gem8B ! Cr vorlie 8 enden Auorethylea Zinnoxii Aluminiumox^ Bomitnd S- 

S^SJTS^f W f f ", ntCn genaue f disku " umoxid Kombinationen hiervoa Baonders bevw- 

uert werden wird, das Abtastfenster W so gestaltet, daB zugt ist es, wenn die schmierfahige BescMchtooi it ;aua 

SLaSS^ 65 ^chc^escannersystems nicht be- eo einem diamantartigen KohlenS^ iZ^Z fSSt S 

emtrachugt oder verandert wild. herausgesteUt, daB bestimmte Materiahen sowohl 5s 

8eK SS^^ 6 " 1 T-' einen . &an ?« Hartmaterialalsauchalsst^ierfahig^^^ 

^^""^^^^fwe^st, um emen Ab- material dienen kdnnen. BeispiebweUe ist diamantarti- 

tastetrahl fiber die Scanningstation hmweg zu ver- ger Kohlenstoff ein sehr hartes Material undhaSS. 

«*wenken und utr aeiti .Abtast- bzw. Scansignal bereit- es licb einen sehr niSenQeitS^^ 

zustellen, welcha die Martderungen auf den der Scan- Die Dicke der schSSgen BaSin? KSr^ 

weist auch Rechneremnchtungen auf, wie z, B. einen metern.Bevorzugt batder Film 4 eine GesanrXk™ 
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tigt Was dies betrifft. so hat das Abtastfenster W vor- SSS^SSS^SSS^ . k * a! G ^ am }l 

aigsweise eine DunAItssigkeit von zumindest 75% far ^twJ^f^^N^^ £' 2? i* 

bcht von 633 oder 670 Nanometer (Wellenlaneel « ( ,„T, . uTiS; -i. • f^T ^J? l tcr Das Abt *«- 

Weobenerwahm.hatdas AbtaffeS 5 raTi^i^ emeluBere Oberflache. die einen 

Keimbildung bzw. KristaUlsation und die Haftune des material 8 eine liehtH^kil^ u • fL !™ Hart ' 

harten Materials 8 an dem Substrat 10 zu ffirdem l£ 3S2L? 6 13 eta ffiSJSf f.i ^^'f^ Be " 

Adhflsions- bzw. KJebematerial 7 wird vorzujraweL aus ™ P 0 |™^f L„ .Tr£ hchtdureh,8 ? M 85s. schmierfahiges 

der Gruppe a«,gewah.t die tatJKu^SKTr » It^iu^^^^S^ti! 

S= Dickc * - sasasasas^ 

Es wird jetzt auf Fig. 3 Bezug genomroen. in welcher um den Gleitreibunffskoelfizi«iten wX ™ ™SS 

no. M-.-n • j „ L . Schichten, welche den Film 24 bilden. wenuter als etwa 

Das Metalloxid 12 wird vorzugsweise aus der Gruppe 5000 Nanometer heu-am « n a«*aE T?- • 

ausgewamtdiebestehtaus^luminiumoxia^^noSL SIT!SSJS!fw «^?v ■ ^V"*^" 

Ztanoxid. Indiumoxid. Y«riumoxid und S^SSSSl S S^nm^Sf Sm ^SkSS^S^S. 

r fl r a w W r^ en ^^ eMe ^» d,2ist «• Was dieTbeS/ft, so^ d J aSSs^ W^vS? 
em amorphes Aluniinmmoxid mit etaer Dicke im Be- weise eine DurcWassigkeit von wSSm^Sk far S 

dRffiff ?ar^iiT me,enL ^^.^ von 633 and 6703^^1^4 
aie Dicke des Hartmatenals 8 vorzugsweise in einem Wie oben erwahnt hat das Abtastf enter w *;„,. h»r 
Bereich von etwa 50 bis 10 000 Nanometern. Die wahl- te und verschleiflf este ™ SSe ToSflSf r£r EL « 
weise vorzusehende Adhasionsschicht 7 ist in Fta.3 « des A hi,,tf, w ^ Uoertlacfte. Der Film 24 
nicht dargestellt, kann jedoch^K diet aS " XS^SXotSffi^^SSS 
ningsform verwendet werdea Wenn sic im Rahmen der KntwDJEatafaLVKTSSfS k »^ J* 
dies.r AusfQhruniaform verwendet wird. hat die Adhft- Z J£2S£ W ^ SSittSSTt^ 
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niedngen Gleitreibungskoeffizienten hat Was dies be- kompatibel bzw. eteichwertfe sinH v«rf.hr.« «u a.~ 
trifft, so betrigt der aeitreibungskoeffizient vorzugs- IoneSplarteSSKS SlSS£5J?2 

24 auBerdero ein Adhasionsmatenal aufweisen, das auf ren der voriiegenden Erfmdung. welches die s AhSSL 

dem Substrat 0 abgeschieden sein kann, urn die Keim- 5 dung mittels Sputtern rwSSwZ^Syrito^^ 

^ Haftungjks Hartmaterials 8 an dem VcShren der H^Z^^^S tJSmLI 

Substrat 10 zu fordern. Das Adhasionsmaterial 14 wird ein,die weiteruntenlenauerdistatiert wertea 

vorzugswetse aus der Gruppe ausgewahlt. die besteht Betreffend das VerfahVi^fcheTsKfdas Pl« 

°!f* ^^~^Bornitrld, Yttriumoxid. masputtern bezieht, A^Fta ^6darSeS ist 

Schoi ^-VerdampfiingsglasundKombinationenvondie- .o Magazin 62 dargestellt u J f nthaklSvolSJS IS 

sen. Weiterhin hat das Adhasionsmaterial 14 eine Dicke iS^Mml^S^l^jSSS^^S^ 

m Mid^.S!K£S 40 Nanometer * , u FUm beschichiet iSd^l^^J?^ 

Es wird jetzt auf Fig. 5 Bezug genommen, in welcher genden Verfahrens Meet darin. daB es von sdtat », *i 

ZS^rf^r^r 68 - Abt » tfCT ««« W nem kontinmerh<U S 

SS.^ £ At%,l Mel ?T ver - 15 durchsehrsctaellAbtastfenster^ 

schteiBfeste aufiere Otarflfche auf dem Abtastfenster den Erfmdung zu betrachtlich gerineeren KostenS 

W.Genauergesagt U tderRlm34aufememSubstratlO steUt werden.Das SutaratW tri? S XvSnST 

abgeschieden und weist eine Beimengungsschicht aus mer 30 em. in der einDrud l «« e?nem n£SZ!£ 

einem hchtdurchlassigen, metallischen Material 32 und und einem inerten Gas l^hTn!L ^^ 4^ 

^^tdu^dpn Materialtthicht 31 aus einer » STEJK-taW 

gleitfahigen Beschichtung auf. die darauf abgeschieden res nicht reaktives lto6^o.K^ 

1st We Gesamtdicke der Materialschichten, welche den eiigSt i^ZS^SS^G^S 

^^^S^V+P? ? 10 2°° Nanoraeter ' odeVtaerte Gas trhtvonS SS S vS£? 

™ "™ t^^."^ <"eSpannungm bzw.auf 25 oben an der Vakuumkammer 50 angeordnet St. Der 
nuS' ^ ?"T™ f^" Wird ' Partialdruck des Inertgases in der SSLSerM 

Die BeimengungsschKht^des Filmes34 weist Mate- liegt vorzugsweise in einem Bereich vonXaTo^ bis 

22S?f ^r 8 ^ 3 " 11 * T d A r ^l™* wek5he 10-3 to "^ <»er VakuumkammSlo 2 £k£L S 
SY,^lTS^ ,d ^ U r iniUn, -5 itrid ' Brew| - und « diametral einander gegenOber obeTtoTmiten 
oxid, Yttriumoxid, Siliciumnitnd, Bornitrtd und Kombi- 30 anaeordnet An der fifekmSiA sli^A.! aI«Z: umen 

tenal 1 31 1st ausgewahlt aus der Gruppe, welche besteht Zusammenhang mit den FiZ 2bi ™ ^ LchriebenS 

aus: diamantarngero Kohlenstoff, Diamantfilm, Bomi- Rlmmaterialiei wetehTdM TH«r^t.J^T^T^ 

tnd, Aluminiumoxid, Zinnoxid, Indiumoxid undKombi- gSg? B^ 
nauonenvondiesear^ e iUtzubeachteiudaBdieBei- 35 Schden^ ^ welchede^ ^vSS Knen 

mei^gd e rS C mcht32irgendwelcheKombinationen men des AbaSbm Wl^iSSt wiS D^^ 

von Metallox.den oder Metalmitriden oder ahnttcben strat 10 ist an der HekEode « wleord^ Brif SE" 

J^Sff*" enthalten kana Der Film 34 des Abtastfen- troden 64 und&S^^^n&V^^l 

^i?wf^i^^f? fcr J ^^^ dwKno °P' 40 renz ^ *"« Sputterabscheiduiig bereimeUtEhw 
Skala . Wie oben erwahnt. hat die gieitf&hige Beschich- Stromversorgung 56 ist auflerhalbder VaSumnuelteSft 

£^S3ft?ff £^ ,b r! Skoe ? Z, !? t ? n tot Was Plasma 58 gem&B der voriiegenden Erfindung zuer^" 
£U£k£? SSS^tiSf^T T" gea & vereteht a* d* 8 dieStromversorgig^ ^r- 
Fto3^d2rhT«n^d2^ ^ W< S ^ ^ * *Wtae eine R^Radiofrequetiz^SpamuSueUe ist. 
ch2^ufSm^l^^S e ? a ^ e ^ we, • w ^ lw ««eiedochaucheineGleich^a™ung^Se^ 
T?v? J?u tatf ?* M ^S^ede 0 ««» kann. urn kann. Beide Typen von StromqueUen erzeueen lusKi. 

t^T^O&tfS? "JS ^ m<S f 4 2 ? dC 2 ?«derw^2a erforderucteSSr^P^S, 
aunstrat 10 zu fdrdera. Das Adhasionsmatenal wird das for die Sputterabsch«dunebenati« wird 

I^SZS T d " ^ "S' 8 *^ die besteht 50 Nach der WS3S35T^SL^ 
Tk«? v^ 4 A ' umuiluraox 'f„Bornitrid, Yttriumoxid, tes Substrat 70 die VakuumkaiSner 50 zu dn^sS 
ZSEZSiSS* Kom *™?>™™ die- kammer 60 hin. in wdd?SSS5Stt£ 
B»™iS lterh »^t fas Adhi^on^^jj eme Djcke jm tung$material auf ^ be^chtete Subset 70 aufie^ 
Bereich von 5 bis 40 Nanometern. Unabhangig von den sprfiht werden kann. Es versteht sidl daB nur S 
E^S* 1 ? ^ '^ewahlten Materialien. ist die Ge- 35 Materialmen, die dS, ebSverf^VbSeSj 

&SK.fn.aii M , L wefdendurfeitlMbesonderekoimennurschmierfahige 

• auf ^ 6 Bezu * Renommen, m welcher bzw. gleitfahige Polymere wiez.fi. Polveth vl eir S lir*^,! 

em Verfahren zum HersteUen eines Abtastfenster, W polymere und^lySuorethvten SS sSflh^f 

darg«eUte.Verfahreo bezieht sich auf die Abscheidung sem abgeschieden werden. GfeiETSZ«;« 

mitteb Plasmasputtern. Es ist darauf hinzuweisen. daB material wie z B^S 

^ A ^ rt «^.d«de n F 8 chleu te nSd OT PolyS^n kSttffilS 

Gebiet der Vakuumabscheidung von FUmen bekannt 70 unmittelbar nach der SowtCTaSSs 

s^ndTrwl e „r?^ aien ' r dCr V ° r - « ^ ^ ^d^l^uSon^unS^S K 

stehend erwahnten Ausftlhrungsformen des Abtastfen- schleunigea Desgletchen kann d»s 

«f» Whe^feUea- Genauer gesagt sind andere Tech. strat 70* der^rthSm^S einlm^t^ne^ 
nOcen. die for die Hemellung des Abtastfensters W zeB unterzogen' werden. m ^SuSSSSTK 
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verstarken bzw. fester oder stabiier zu machea Wahl- sen. In der VakuumlcammAr <n k-« a . • 

weise kann der Tempervorgang auch irgendwo auBer- B«fct««!LT m T be ^ ndet sich *«ch eine 

halb der Sprflhkamnfer 60 sTaimnJen WenSn gS- SS^d^^STO^ Ab 5 heide ™* 

higes Beschichtungsmaterial wie im Zusammenha™ mit WS!SiS2 ' af. ° fenform 86 "geordnet 

denHg.abisSbeschrielwii.ausderGruppeausS , te aSiS df *ZT E,e ^n 76 in hoher Dich- 

wird, die aus Bornilrid, Aluminiumoxid, Zimoxfdlnd- S^SK J? e, 2 cr Hektrodenfadenquelte 82 

umoxid und Kombmationen von diesen b«X i wird SK^JT? aL ™ ^ tran J a ' , ' en ' ter « richtet den 

das gleitfahige Bes^chtungsmaS 6^SS^eS Pe^HS?™^ 76 ^ n der J Hektrodenfaden <l«e'- 

durch eine Wederholungdefzuvor emahnSg^ SeS.es" fadl He^^T^ ** 

ronsputtertechnik auf dem beschichteten Substrat 70 ,„ rwfi« T « ^ bzw " T,e * el 88 angeordnet ist 

abgeschieden oder erfahrt ei^anderTrbsSSecn Km^?S Stft" von Elektronen steigt 

nilc Wenn das gleitfahige BeschichtimismaS r!h. *e Temperatur des Abscheidemateriais 54 bis auf den 

mantartiger KSS^£SSS!SS^Si J^^fl^- V "*mi*-f des Materi- 

das beschichtete Substrat 70 vorzugsweise einer Ah- SLSL'S ?S ^ j he « ew °n«*te Menge von 

scbeidung dunm lonenstrahbDuuS^ein^^ AbstAeidemateruil 54 auf den Substraten 10 abgeschie- 

schen DampfabscheXglSS ' 5 & S 1 Sowa ^ W ^ cnd 318 auch ™«* d «* Dampfab- 

Was die iJSSSSSSSSSi^ Schritte be- mt S3 mf *' 5**»S W der V ««n- 

trifft, die zu dem Verfahren gSTSSn m «50n,,tHdfeemerHeizquenef»erhitzt 

Erfindung geboren, so wird anfaSh di Si£ koSStoS^ffSSt 1 '! erreidrt * 

8 an der Elektrode 64 angeordnet und das Substrat to « ™S ^ U e,ner s P rChk amnier trans- 

wird an der HektrodeesSgSrdneTDrre^Sc^ K^SS ^.f ^ 6 d W^ ™d konnen 

und/oderdasinerteGaswirdtew werdenb^efa» ^^if'^^^P' 8 leitfahi g en p «>»y™« be- 

ioniriertes Abscheidematerial 54. Ene rdativ ^S^f^S^ m,t den 2 b * 5 be *«™ben 

tentialdifferenzwirddannzw^^^ M n^TS»^J^, MS ?^ Wt ^ dtebe ^ htM »- 

und 68 angelegt Diese BroflTpoten^S^, w Bornitrid ' J Zinnoxid - Aluminiumoxid und Korabinatio- 

material 54 und entfernt Ionen des AbscfaeidemSjs Ir ^ e 0 d 5 durch auf das ^"chichtete 

54 von der Elektrode 64 und beSdeuStS Rich SSSSi k *f ^ *? ? w env3hnte Ele| rt«>- 
tungaufdasSubstmiO^ecS^^ , 23£ SSfi^i* - ^ wird ^ dflfi * 
scheidung. Genauer gesagt kommen energkre^e " Z^^^^S:^^" 1 ^ 

nen aus dem gasfOrmigen Plasma 58 aus Zufailsrichtun- «r K«Sf • ^"f™* 16 6em diamantarti- 

gen und schlagen Ionen des AbscheidemateriaJs M her fnhiSf « w . ™ an Diamantfi,m ist wird das be- 

aus in Richtung der Elektrode €» und d« SbS2a ^5u" SS22f 7 " vora « sw£lSfi ««er Ionenstrahl- 

t^^^AZT^S. noSeteS^; ^"-ommen. in weicher 

te Dicke des Abscheidematerilb ^demslb^aUO ^£^2^ 

medergeschlagen ist Danach kann. wie oben beschrie- steS WdSnSSk IsJpS^SST- Ab . tMtf «- 
ben, das beschichtete Substrat 10 einer weiteren Smit « !S»ulf£!? j f,'* 8 bezieht 81011 auf ein e Ab- 

terabseheidung oder einer SpruhabLheWun? S,er fiSS Sft,¥ ? n ™P»a«ierung. Die Vakuum- 

gleitfahigen Beschicbtung unSJSSTJSSf Dfcsl 5S3^? f?" * m 'J™ Inneren eine Hektronen. 

Wahl hangt ledigiich voider %XL 7j£S££. ^ WrfSSStSl " d » ^ b « d ema- 

form des herzustellenden Abtastf ensters W ab »?£h «« SubMrat 10 abzuscheiden. urn so, wie 

Eswirdjeutaufl^/B^^mmeita weicher ,o ^S^S^S^r^-^^ 

noch em weiteres Verfahren zum Herstellen der zuvor der raSiSSLr Ab f h ? ldem a ten a» *» irgendeines 

erwahnten Ausf Uhrungsformen des AbSerSers W rf« SS^ 2 ^ - a^«sen. die oben einschlieBlich 

dargestelltistDieFlg.7istaJ ^ein V^rfa^gSd^ £LSLS 8 J"? ^^tfahigen Materials 6 

vorliegenden Erfindung gerichtet wel^ehifSektm S . worden sind. Die VakuumkammerSO weist 

nenstraldabscheidetectauh ^ bdnK wobd lb s SS" t T KB ?L Sub8trathal ^ »<» ^. der eine 

dematerial 54 auf SSSSn ^JSdSrifSri -msltrT ,? ubst 7 ten B » ***** d « Verfahrens 

und damit das AbtastfeiSer W bildef S ShpnT^ * d 5 r VOrll f8 enden Erfindung halt und dreht Sau- 

saw ^ssas^asrs r^Lt^s:^ Gase «- bci 94 in 

ben wurden, einschliS S SSteril 8 u^e r m^^T^^TJ^^ t" 0 ™ T 

gleitfihigen Beschichtung. 61 .Die Vakuumkammer M ^«TSfU a^gesetzt, die von emer Elektronenfa- 

die jem auf em^ aW&iffl2Sd^^ SSSnftSKJ S^^^^JL* 4 

nchtet bzw. abgesteUt ist, weist einen totierenden S*b- nw^nauelSS 76 A ^ nd . e f 
stramalter 78 auf, der eine MehizaW von Substraten 10 as 54^auS weS« " ^ ^ i^^^rial 

halt und wahrend der HektronenstrahlaSdune DuSid?-SSl *E ft ^ Cgd 86 an « cordnet *t 

dreht Sauemoff oder andere erwllnschte GasTwerdeS J«n S J^^^terial 54 auftreffenden 
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Der Strahl von Elelctronen 76 von hoher Dichte ent- 
spricht vorzugsweise einem Strom in einem Bcreich von 
etwa 100 bis 200 Ampere und erzeugt mehrf achionisier- 
te Zustflnde in dem Vcrdampfungsstrom. Das ionisierte 
Verdampf ungsmateriai bzw. die ionisierten Teilchen des 3 
verdampf ten Materials werden in Richtung auf den Sub- 
strathalter angezogen und beschleunigt Die Verdamp- 
fung des Abscheidematerials 54 wird fortgef Ohrt bis die 
gewQnschte Menge von Abscheideraaterial 34 auf den 
sich drehenden Substraten 10 abgeschieden ist Die Vor- 10 
teile des lonenplattierungsprozesses (iegen darin, daB in 
der Filmschicht Massivkflrpereigenschaften bzw. Voll- 
kdrpereigenschaften (Baig-Eigenschaften) erzieit wer- 
den und daB kein Erhitzen erforderiich ist Letzterer 
Vorteil laflt sich in eine schneHere Herstellungszeit urn- is 
setzen, 

Nachdem die gewflnschte Abscheidung erreicht ist. 
kdnnen Substrate 10 mit einer lichtdurehiassigen Gleit- 
beschichtung besprOht werden, wie z. B. einem der zu- 
vor erwahnten Gleitpolymere, urn damit das Abtastfen- 20 
ster W zu bildea Wahhveise kann das Abtastfenster W 
nachtriglich getempert werden, urn die Festigkeit und 
die Haftungseigenscbaften des Abtastfensters W zu ver- 
bessera Wenn das gleitfahige Beschichtungsmaterial 6> 
wieimZusammenhangmitdenFlg^bisSbeschrieben, 2s 
aus der Gruppe ausgewahlt wird, die aus Bornitrid, Alu- 
mmmmoxid, Zinnoxid, Indiumoxid und Kombinationen 
hiervon besteht so wird das gleitfahige Beschichtungs- 
material 6 vorzugsweise dadunch auf das beschichtete 
Substntf70aufgebrachtd^ 30 
platderungsabscheidetecbnik wiederholt wird oder dafl 
irgendeine andere Abscbeidetechnik vorgenommen 
wird Wenn die Gleitbeschichtung 6 aus diamantartigem 
Kohlenstoff oder Diamantfilm besteht, wird das be- 
schichtete Substrat vorzugsweise einer lonenstrahlab- 35 
scheidung oder einer chemischen Dampfabscheidun* 
ausgesetzt 

Es wird jetzt auf Fig. 9 Bezug genommen, in welcber 
eine weitere AusfQhrungsform zur Hemellung der zu- 
vor erwfihnten AusfOhrungsformen eines Abtastfen- 40 
stere W dargestelh ist Fig. 9 richtet sich auf ein Verfah- 
ren gem&3 der vorliegenden Erfindung, welches eine 
Sputtertechnik mit reaktiven lonen einschlieBt Eine Va- 
kuumkammer 50, wie im Zusammenhang mit Fig. 7 bo* 
schneben, ist dargestelh und enthftlt einen Substrathal- 45 
ter 78, der eine Mehrzahl von Substraten 10 hftlt und 
dreht, und enthfllt auch erne Heizquelle SO, urn die Sub- 
strate 10 wfihrend der Abscbeidetechnik bzw. wflhrend 
des Abscheidevorganges zu erhit2en. Eine grofie lo- 
nenkanone 124 ist in der Vakuumkammer 50 angeord- 50 
net und wird verwendet, um die reaktiven Gasionen und 
die fnertgasionen zu ionisieren und zu beschJeunigen. 
weiche durch den EinlaB 72 eintreteit Vorzugsweise ist 
das Inertgas Argon. In der Vakuumkammer 50 ist aucb 
das Zielmaterial 121 (Target-Material) enthalten, wel- 55 
chea unmittelbar vor der Ionenkanone 124 angeordnet 
ist Wahrend des lonenstrahlsputtervorganges ionisiert 
die Ionenkanone 124 das reaktive Gas und das Inertgas, 
so daB Atome aus dem Zielmaterial bzw. Target-Mate- 
nal 121 entfernt bzw. herausgeschlagen werden. Die eo 
Atome des Target-Materials reagieren dann mit den 
lonen des reaktiyen Gafettf um cine Besdiiditung auf 
den Substraten 10 zu bildeit Vomigsjreise wird das 
Target-Material 121 aus der Gruppe ausgewahlt, die 
besteht aus: Aluminium, Bor, Silicium, Zircon, Yttrium as 
und Kombinationen von diesen. Die Atome dieser Ma- 
terialien reagieren alle mit dem reaktiven Gas, welches 
typischerweise Sauerstoff oder Stickstoff ist und erzeu- 
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gen damit eine Metalloxid- oder Metalhtitridbeschich- 
tung auf den Substraten la 

pas gleitfahige Beschichtungsmaterial wird danach 
auf die Substrate 10 aufgebracht, indem das Target-Ma- 
tenal 121 durch das des gleitfahigen Materials ausge- 
wechselt wird. Die oben beschriebene Sputtertechnik 
wird dann wiederholt wodurch eine zweite Beschich- 
tung auf den Substraten 10 gebildet wiitf, weiche ein 
gleitfahiges Material aufweist Damit wird gemfiB der 
vorliegenden Erfindung ein Abtastfenster W gebildet, 
bei welchem ein hartes Material auf einem Substrat 10 
abgeschieden ist worauf anschlieflend em gleitfahiges 
Beschichtungsmaterial auf dem Hartmaterial abge- 
schieden ist Es versteht sich, daB in ahnlicher Weise 
auch irgendeine andere Ausfflhrungsform, wie sie im 
Zusammenhang mit den Fig. 2 bis 5 beschrieben worden 
sind, hergestellt werden kann. 

In Anbetracht der Beschreibung der Erfindung im 
emzdnen und unter Bezug auf die bevorzugten Ausfflh- 
rungsformen der Erfindung ist es offensichtlich. daB 
auch andere Ausgestaltungen und Variationen mdgUcb 
sind. ohne vom Rahmen der Erfindung abzu wekhen, der 
durch die zugehOrigen Ansprflche definiert ist 

Patentansprttche 

1« Abtastfenster, durch welches ein Lasers trahl ge~ 
richtet wird, um ein Abtastmuster f Or einen Laser- 
scanner festzulegen, wobei das Abtastfenster auf- 
weist: 

a) ein Substrat welches aus einem lichtdureh- 
iassigen Materia] gebildet ist das es ermdg- 
licht einen Laserstrahl hindurchzuschicken 
und das Abtastmuster zu definieren, 

b) ein lichtdurchlassiges hartes Material, wel- 
ches auf dem Substrat abgeschieden ist und 

c) ein Uchtdurchlissiges gleitfahiges Beschich- 
tungsmaterial, welches auf dem harten Materi- 
al abgeschieden ist so daB das Abtastfenster 
eine verschleiBfeste luflere OberflSche mit ei- 
nem niedrigen Gleitreibungskoeffiziemen hat 

Z Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Substrat aus der Gruppe ausge- 
wahlt ist weiche besteht aus: Borsilicatglas, Na- 
tron-Kalk-Silicatglas (FloatgtasX Glaskeramik, 
Quarz, Fastquarz, BK 7 Glas und Kombinationen 
von diesen. 

3. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Hartmaterial aus der Gruppe aus- 
gewahlt ist die besteht aus: Aluminiumoxid, Alumi- 
mumnitrid, Zirconoxid, Yttriumoxid, Diamantfilm, 
diamantartiger Kohlenstoff, Siliciumnitrid, Borni- 
trid und Kombinationen von diesen. 

4. Abtastfenster nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet dafl das Hartmaterial Aluminiumoxid ist 
und eine Dicke in einem Bereich von etwa 50 Nano- 
meter bis 1 0 000 Nanometer hat 

5. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet dafl die gleitfahige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewahlt ist die besteht aus: diamantar- 
tigem Kohlenstoff Diamantfilm, Polytetrafluoret- 
hylen, Polyethylen, Zinnoxid, Indiumoxid. Silicon- 
polymere, Bornitrid, Aluminiumoxid und Kombina^ 
tionen von diesen. 

6. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zekAnet daB die gleitfahige Beschichtung diamant- 
artiger Kohlenstoff ist 

7. Abtastfenster na^h Anoiwi^ c — 1-- — 
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zeichnet, dafl der diamantartige Kohlenstoff eine 
Dicke im Bereich von ctwa 5 bis 5000 Nanometer 
hat 

a Abtastfenster nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Beschichtung eine Durchiassig- 5 
keit von mindestens 75% far Licht von 633 bis 670 
Nanometer hat 

9. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die gleitfahige Beschichtung und das 
Hartmaterial eine Dicke haben, die weniger als et- to 
wa 1 0 000 Nanometer be trflgt 

10. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Hartbeschichtung eine Harte 
hat, die auf der Mohs-Skala grafler als 7 und auf der 
Knoop-Skala grafler als 1500 ist 15 

11. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Beschichtung einen Gleitrei- 
bungskoef fizien ten von weniger als 0,25 hat 

12 Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl auf dem Substrat ein lichtdurcfa- 20 
iassiges Adhflsionsmaterial abgeschieden ist 

13. Abtastfenster nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzcichnet, dafl das Adhflsionsmateria) aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, welche besteht aus: Alumi- 
niumoxid, Zinnoxid, Bonutrid, Ytt^^ 25 
VerdampfungsgJas und Kombinationen hiervort 

14. Abtastfenster, durch welches ein Lasers trahi ge- 
richtet wird, urn ein Abtastmuster fur einen Laser- 
scanner festzulegen, wobei das Abtastfenster auf- 
weist: ^ 

a) ein Substrat, welches aus einem Lichtdurcb- 
lassigen Material gebildet ist, das es ermftg- 
licht, einen Lasers trahl hindurchzuschicken 
und das Abtastmuster zu definieren. 

b) ein lichtdurcfaltoiges hartes Material, wel- 35 
ches auf dem Substrat abgeschieden ist, und 

c) ein lichtdurchlissiges MetaUoxid, welches 
auf der Beschichtung aufgebracht ist, was zu 
einem Abtastfenster fflhrt, das erne verschleifl- 
feste ftuflere Oberfliche mh einem niedrigen 40 
Gleitreibungskoeffizienten hat 

15. Abtastfenster nach Anspruch 14, wobei das 
Hartmaterial ein Metallnitrid ist 

16. Abtastfenster nach Anspruch 15, wobei das Me- 
tallnitrid aus der Gruppe ausgewihlt wird, welche 4s 
besteht aus: Siliciumnitrid, Aluminiumnitrid und 
Bornitrid 

17. Abtastfenster nach Anspruch 15, wobei das Me- 
tallnitrid eine Dicke im Bereich von etwa 50 bis 

10 000 Nanometer hat 50 

18. Abtastfenster nach Anspruch 14, wobei das Sub- 
strat aus der Gruppe ausgewlhlt ist, die besteht 
aus: Borciiicatglas, Natron-Kalk-Silicatgias (Float- 
glas), Glaskeramik, Quarz, BK 7 Glas, Pastquarz 
und Kombinationen von diesea 55 

19. Abtastfenster nach Anspruch 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl das MetaUoxid aus der Gruppe 
ausgewahh ist, die besteht aus: Aluminiumoxid, Zir- 
conoxid, Yttriumoidiy Zinnoxid. Indiumoxid und 
Kombinationen von diesett ^ 

20. Abtastfenster nach Anspruch 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl das MetaUoxid Aluminiumoxid 
ist und eine Dicke hat, die in einem Bereich von 
etwa 20 Nanometer bis etwa 10000 Nanometer 
Kegt w 

21. Abtastfenster nach Anspruch 14. wobei die 
Hartbeschichtung eine Harte hat, die auf der Mohs- 
Skala graBer als 7 und auf der Knoop-Skala eitifler 
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als 1500 ist 

22. Abtastfenster nach Anspruch 14, wobei der 
niedrige Gleitreibungskoeffizient kleiner als 0,25 
ist 

23* Abtastfenster nach Anspruch 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl es ein Adh&sionsmaterial auf- 
weist, welches zwischen dent Substrat und dem 
Hartmaterial angeordnet ist, urn eine feste Haftung 
zwischen dem Substrat und dem Hartmaterial zu 
fdrdent 

24. Abtastfenster nach Anspruch 23, wobei das Ad- 
hftsionsmateria) aus der Gruppe ausgewahlt ist, die 
besteht aus: Zinnoxid, Aluminiumoxid, Bornitrid, 
Yttriumoxid, Schott-Verdampfungsglas und Kom- 
binationen von diesen. 

25. Abtastfenster, durch welches ein Laserstrahl ge- 
richtet wird, urn ein Abtastmuster fQr einen Laser- 
scanner zu definieren, wobei das Abtastfenster auf - 
weist: 

a) ein Substrat, welches aus einem lichtdurch- 
lissigen Material gebUdet ist, das es ermog- 
licht, einen Laserstrahl hindurchzuschicken 
und das Abtastmuster zu definieren. 

b) ein Uchtdurchiassiges hartes Material, wel- 
ches auf dem Substrat abgeschieden ist, und 

c) ein Uchtdurchiassiges gleitfahige* Beschich- 
tungsmaterial, welches auf dem Hartmaterial 
abgeschieden ist, was zu einem solchen Ab- 
tastfenster fuhrt, das eine harte und abrasions- 
feste auBere Oberfiache mit einem geringen 
Gleitreibungskoef fizienten hat, und 

d) ein Uchtdurchiassiges, gleitf ahiges Polymer, 
welches auf der gleitfthigen Beschichtung ab- 
geschieden bzw. niedergeschlagen ist, um den 
Gleitreibungskoeffizienten weiter zu reduzie- 
reit 

26. Abtastfenster nach Anspruch 25, wobei die ge- 
meinsame Gesamtdicke des Hartmaterials, des Be- 
schichtungsmateriais, des Hartmaterials und des 
Polymers weniger ab 10 000 Nanometer betrfigt 

27. Abtastfenster nach Anspruch 25> wobei das 
gleitfahige Polymer aus der Gruppe ausgewahlt ist 
die besteht aus: Silikonpolymere, Polytetrafluoret- 
hylen. Polyethylen und Kombinationen von diesea 

28. Abtastfenster nach Anspruch 27, wobei das 
gleitfahige Polymer Polyethylen ist 

Abtastfenster nach Anspruch 25, wobei das 
Hartmaterial aus der Gruppe ausgewflhlt ist, die 
besteht aus: Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Zir- 
conoxid, Yttriumoxid, Bornitrid, Diamantfilm, dia- 
mantartiger Kohlenstoff, Stticiumnitrid und Kombi- 
nationen von diesen. 

30, Abtastfenster nach Anspruch 25, wobei die 
gleitfahige Beschichtung ausgewahlt wild aus der 
Gruppe, die besteht aus: diamantartigem Kohlen- 
stoff, Diamantfilm, Bornitrid, Aluminiumoxid, Zinn- 
oxid, Indiumoxid und Kombinationen von diesen. 

31. Abtastfenster, durch welches ein Laserstrahl ge- 
richtet wird, um ein Abtastmuster for einen Laser- 
scanner festzulegen, wobei das Abtastfenster auf- 
weist: 

a) ein Substrat, welches aus einem lichtdurch- 
fcssigen Materia) gebildet ist, das es ermdg- 
licht, einen Laserstrahl hindurchzuschicken 
und das Abtastmuster zu definieren, 

b) eine Mischung von zumindest zwei licht- 
durchlflssigen MetaDoxiden, wdche auf dem 
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c) em lichtdurchlflssiges gteitf flhiges Beschich- 
tungsmaterial, welches auf der Mischung ab- 
geschieden ist, was zu einem solchen Abtast- 
fenster fQhrt, das eine verschleififeste auBere 
Oberfllche mil einem niedrigen Gleitreibun- 3 
gskoeffizienten hat 
32 Abtastfenster nach Anspruch 31, wobei die Mi- 
schung eine Dicke hat, die weniger als 10 000 Na- 
nometer betrfigt 

33, Abtastfenster nach Anspruch 31, dadurch ge- 10 
kennzeichnet, daB die Mischung Materialmen ent- 
hfllt, die ausgewflhlt sind aus der Gruppe, welche 
besteht aus: Aluminiumoxid, Zirconoxid, Yttrium- 
oxid, Ahiminiumnitrid, Siliciumnitrid, Bornitrid und 
Kombinationen von diesen. 15 

34, Abtastfenster nach Anspruch 31, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die gleitfflhige fieschichtung aus- 
gewflhit ist aus der Gruppe, die besteht aus: dia- 
mantartigem Kohlenstoff, Diamantfilm, Bornitrid, 
AJuminiumoxid, Znnoxid, Indiumoxid, Polytetra- 20 
fluorethylen, Polyethyien, Silikonpolymere und 
Kombinationen von diesen. 

33. Verfahren zum Herstellen eines Abtastfensters, 
durch welches ein Laserstrahl gerichtet wird, urn 
ein Abtastmuster fQr einen Laserscanner zu defi- 2s 
nieren, wobei das Verfahren die folgenden Schritte 
aufweist: 

a) Bereitstellen einer Vakuumkammer mit ei- 
nem lichtdurchlflssigen Hartmaterial, welches 
an einer erst en Elektrode angeordnet ist, so- 30 
wie einem lichtdurchlflssigen Substratmaterial 
welches an einer zweiten Elektrode angeord- 
net ist, 

b) Erzeugen eines gasfftrmigen Plasmas zwi- 
schen der ersten und der zweiten Elektrode, 35 

c) Anlegen einer Spannungsdifferenz zwischen 
der ersten und zweiten Elektrode, urn so das 
Hartmaterial zu ionisieren und die Ionen m 
Richtung auf das Substrat zu beschleunigen, 
um dadurch ein beschichtete* Substrat zu bil- 40 
den, und 

d) Abscheiden eines lichtdurchlassigen, gleitf fl- 
higen Beschichtungsmaterials auf dem be- 
schichteten Substrat, um das Abtastfenster zu 
bilden, welches eine verschleiBfeste auflere 43 
Oberflflche mit einem niedrigen Gleitreibun- 
gskoeffiziemen hat 

3d Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Abscheiden stattfmdet durch Er- 
setzen des Hartmaterials durch die gleitfahige Be* 50 
schichtung an der ersten Elektrode und erneutes 
Anlegen der Spannungsdifferenz an den ersten und 
zweiten Elektroden, um das gleitfahige Beschich- 
tungsmaterial zu ionisieren und in Richtung auf das 
beschichtete Substrat zu beschleunigen. $5 
37 : Verfahren nach Anspruch 36, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die gleitfihige Beschichtung ausge- 
wflhlt wird aus der Gruppe, welche besteht aus: 
Bornitrid, Aluminiumoxid, Zinnoxid, Indiumoxid 
und Kombinationen von diesen. ^ 

38. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Abscheidung durch AufsprQhen 
des lichtdurchlflssigen, gleitffihigen Beschichtungs- 
materials auf das beschichtete Substrat stattfmdet 

39. Verfahren nach Anspruch 38, dadurch gekenn- es 
zeichnet daB die gleitfihige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewflhlt wird, welche besteht aus: Pory- 
ethylen Silikonpolymere und Polytetrafluorethv- 



18 



len. 

40. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Abscheiden durch Ionenstrah)- 
sputtern stattfmdet 

41. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die gleitfahige Beschichtung diamant- 
artiger Kohlenstoff ist 

42. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Substrat aus der Gruppe ausge- 
wflhlt wird, die besteht aus: Borsilicatglas, Natron- 
Kalk-Silicatgtas (Floatglas), Glaskeramik, Quarz, 
Fastquarz, BK 7 Glas und Kombinationen von die- 
sen. 

43. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Hartmaterial aus der Gruppe aus- 
gewflhlt wird, welche besteht aus: Aluminiumoxid, 
Alumiiuumnitrid, Zrconoxid, Yttriumoxid, Borni- 
trid, Siliciumnitrid und Kombinationen von diesen. 

44. Verfahren nach Anspruch 43, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Metalloxid Aluminiumoxid ist und 
eine Dicke hn Bereich von etwa 200 Nanometer bis 
etwa 10 000 Nanometer hat 

45. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das gasftrmige Plasma Elektronen 
und ionisiertes Argongas aufweist 

46 : Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vakuumkammer ein reaktives 
Gas und ein inertes Gas enthfllt 

47. Verfahren nach Anspruch 46, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das inerte Gas Argongas ist und einen 
Partiaidruck im Bereich von etwa I0~ 2 bis 10~ 3 
torr hat 

48. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Spannungsdifferenz etwa 1 Kilo- 
volt betrflgt 

49. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Abtastfenster nach dem Abschei- 
den des gleitffihigen Beschichtungsmaterials ge- 
tempert wird 

50. Verfahren zum Herstellen eines Abtastfensters, 
durch welche ein Laserstrahl gerichtet wird,um ein 
Abtastmuster fflr einen Laserscanner zu definieren, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte auf- 
weist: 

a) Bereitstellen emer Vakuumkammer, in wel- 
cher eine Elektronenstrahlquelle und ein licht- 
durchlflssiges Substratmaterial vorgeseben 
sind, welches auf einem Trflger montiert ist, 

b) Anordnen eines lichtdurchlflssigen Hartma- 
terials in einem Tiegel, der in der Elektronen- 
strahlquelle liegt, 

c) BeschieBen des Hartmaterials mit einem 
Elektronenstrom hoher Dichte aus der Elek- 
tronenquelle, bis das Hartmaterial zu ver- 
dampfen beginm, 

d) Aussetzen des Substrates dem verdampften 
Hartmaterial, derart, daB ein gleichm&Bige 
Schicht des Hartmaterials auf jenem abge- 
schieden wird, so daB sich ein beschichtetes 
Substrat bildet, und 

e) Abscheiden eines lichtdurchlflssigen gleitffl- 
higen Beschichtungsmaterials auf dem be- 
schichteten Substrat, um das Abtastfenster zu 
bilden, welches eine verschleiBfeste AuBere 
Oberfllche mit einem niedrigen Gleitreibun- 
gskoeffizienten hat 

51. Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Ab- 
scheiden durch Ersetzen Arm Hflrtm a u«,i. *4,.~»u 
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das gleitf ahige Beschichtungsmaterial unci Rkhten 
des Elektronenstroms auf die gleitfahige Beschich- 
tung stattfindet bis das beschicfatete Substrat eine 
gleichmaBige Schicht aus der dar auf abgeschiede- 
nen gleitfahigen Beschichtung hat 3 
52 Verfahren nach Anspruch 51, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi das gleitfahige Beschichtungsmaterial 
aus der Gruppe ausgewahit wird, welche besteht 
aus: Bornitrid, Aluminiumoxid, Zinnoxid, Indium- 
oxid und Kombinationen von diesen. j 0 
51 Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Abscheiden durch Aufsprtthen 
des lichtdurchlftssigen, gleitfahigen Beschichtungs- 
materials auf das beschichtete Substrat stattfindet 

54. Verfahren nach Anspruch 53, dadurch gekenn- is 
zeichnet dafi die gleitfahige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewahit wird, welche besteht aus: Poly- 
ethylen, Silikonpolymere und Polytetrafluorethy- 
len. 

55. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 20 
zeichnet dafi das Abscheiden durch Ionenstrahl- 
sputtern erfolgt 

56. Verfahren nach Anspruch 55, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die gleitfahige Beschichtung diamant- 
artiger Kohlenstof f ist 25 
57 : Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi das Substrat aus der Gruppe ausge- 
wihlt wird, welche besteht aus: Borsilicatglas, Na- 
tron-Kalk-SiKcatglas (FloatglasX Glaskeramik, 
Quarz, Fastquarz, BK 7 Glas und Kombinationen 30 
von dieseru 

5a. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Hartmaterial aus der Gruppe aus- 
gewahit wird, welche besteht aus: Aluminiumoxid, 
Aluminhimnitrid, Ziroonoxid, Yttriumoxid, Borni- 35 
trid, SiUciumnitrid und Kombinationen von diesen. 

59. Verfahren nach Anspruch 58, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi das Metalloxid Aluminiumoxid ist und 
eine Dicke im Bereich von etwa 50 Nanometer bis 
etwa 10 000 Nanometer hat ^ 

60. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi der Eiektronenstrom hoher Dichte 
einen Strom im Bereich von etwa 100 bis 200 Am- 
pere hat 

61. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 45 
zeichnet dafi das Abtastf enster nach dem Abschei- 
den der gleitfthigen Beschichtung getempert wird 

62 Verfahren zum Herstellen eines Abtastfensters, 
durch welches ein Laserstrahi gerichtet wird, urn 
ein Abtastmuster fQr einen Laserscanner zu defi- 50 
nieren, wobei das Verfahren die folgenden Schritte 
aufweist: 

a) Bereitstellen elner Vakuumkammer, in wel- 
cher eine Elektronenquelle vorgesehen ist die 
als eine erste Elektrode dient und die ein licht- 55 

V . ^urchiassiges Hartmaterial hat welches in ei- 
nem TiegeUiegt der in der Elektronenstrahl- 
quelle angeordnet ist wbbei die Vakuumkam- 
mer in ihrem Inneren em lichtdurchlftssiges 
Substratmaterial enthftlt welches an einer 60 
zweiten Elektrode angeordnet ist 

b) Erzeugen eines gasfdrmigen Plasmas zwi- 
schen der ersten und der zweiten Elektrode 
unter Verwendung einer Frequenzquelle, 

c) Beschieflen des Hartmaterials rait einem 65 
Eiektronenstrom hoher Dichte aus der Elek- 
tronenquelle, bis das Hartmaterial zu ver- 
damnfen bemnnt 
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d) Aniegen einer Spannungsdifferenz an den 
ersten und zweiten Elektroden, urn die Hart- 
materialionen zu ionisieren und in Rich tung 
auf das Substrat zu beschleunigen und damit 
em beschichte tes Substrat zu bilden, und 

e) Abscheiden eines hchtdurchlftssigen, gleitfa- 
higen Beschichtungsmaterials auf dem be- 
schichteten Substrat so dafi das Abtastf enster 
eine verschleififeste ftuflere OberflMche mit ei- 
nem nicdrigen Gleitreibungskoeffizienten hat 

63. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zekhnet dafi das Abscheiden erfolgt indem das 
Hartmaterial durch das gleitfahige Material an der 
ersten Elektrode ersetzt wird und dafi die Span- 
nungsdifferenz erneut an den ersten und zweiten 
Elektroden angelegt wird. urn so das gleitfahige 
Beschichtungsmaterial zu ionisieren und in Rich- 
tung auf das beschichtete Substrat zu beschleuni- 
gen. 

64. Verfahren nach Anspruch 63, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi die gleitfahige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewahit wird, welche aus Bornitrid, 
Zinnoxid, Aluminiumoxid, Indiumoxid und Kombi- 
nationen hiervon besteht 

65. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi das Abscheiden durch Aufsprtthen 
des lichtdurchlassigen, gleitfahigen Beschichtungs- 
materials auf das Substrat erfolgt 

66. Verfahren nach Anspruch 65, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi die gleitfahige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewahit wird, welche aus Polyethylen, 
Silikonpolymeren und Polytetrafhiorethyien be- 
steht 

67. Verfahren nach Anspruch 62, wobei das Ab- 
scheiden durch Ionenstrahlsputtern erfolgt 

68. Verfahren nach Anspruch 67, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi die gleitfahige Beschichtung diamant- 
artiger Kohlenstof fist 

69. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi das Substrat aus der Gruppe ausge- 
wahit wird, welche aus Borsilicatgias, Natron-Kalk- 
Sfflcatglas (Floatglas), Glaskeramik, Quarz, Fast- 
quarz, BK 7 Glas und Kombinationen hiervon be- 
steht 

70. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi das Hartmaterial aus der Gruppe aus- 
gewahit wird, welche aus Aluminiumoxid, Alumini- 
umnitrid, Zirconoxict Yttriumoxid, SiKdumnhrid, 
Bornitrid und Kombinationen hiervon besteht 

71. Verfahren nach Anspruch 70, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi das Metalloxid Aluminiumoxid ist und 
eine Dicke im Bereich von etwa 50 Nanometer bis 
etwa 10 000 Nanometer hat 

71 Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi der Eiektronenstrom hoher Dichte 
einen (eiektrischen) Strom im Bereich von etwa 100 
bis 200 Ampere hat 

73. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi das Abtastfenster nach dem Abschei- 
den der gleitfahigen Beschichtung getempert (an- 
gelassen)wird 
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